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(57) Abstract: Proposed is a safety circuit (SI) that is provided for one or more low-voltage potentials (NV1, NV2) that lead out from
a high-voltage region (HV). At least two low-voltage potential terminals (1, 2) and multiple diode half-bridges (B1, B2) are provided.
The inner connection points of the diode half-bridges (B1, B2) are connected to different low-voltage potential terminals (1, 2) from
among the at least two low-voltage potential terminals (1, 2). The safety circuit (SI) has an overvoltage element (V1) which connects
multiple outer ends of the diode half-bridges (B1, B2) to a protective earth conductor terminal (GND) of the safety circuit (SI). Also
provided is a vehicle on-board electrical system that comprises the safety circuit (SI).

(57) Zusammenfassung: Eine Sicherungsschaltung (SI) ist fiir ein oder mehrere Niedervoltpotentiale (NV1), NV2) vorgesehen, die
aus einem Hochvoltbereich (HV) herausleiten. Es sind mindestens zwei Niedervoltpotential-Anschliisse (1, 2) und mehrere Dioden-
halbbriicken (B1, B2) vorgesehen. Die innerer Verbindungspunkte der Diodenhalbbriicken (B1, B2) sind mit unterschiedlichen Nieder-
voltpotential-Anschliissen (1, 2) der mindestens zwei Niedervoltpotential-Anschliissen (1, 2) verbunden. Die Sicherungsschaltung (SI)
hat ein Uberspannungselement (V1), welches mehrere dubere Enden der Diodenhalbbriicken (B1, B2) mit einem Schutzleiteranschluss
(GND) der Sicherungsschaltung (SI) verbindet. Ferner ist ein Fahrzeugbordnetz vorgesehen, das die Sicherungsschaltung (SI) umfasst.

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Beschreibung

Dioden-Halbbriucken zur Abfuhrung von HV-Potential einer LV-Leitung an
Uberspannungsbegrenzung

Elektrofahrzeuge werden mit hohen Spannungen betrieben Komma die gefahrlich
far den Menschen sind Punkt ferner bestehen in Elektrofahrzeugen Steuer -oder
Sensorsignale oder auch Niedervolt-Versorgungssignale, die im Gegensatz zu den
Hochvoltpotentialen nicht besonders geschutzt sind.

Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Md&glichkeit aufzuzeigen, mit der sich ein
verbesserter Schutz vor geféhrlichen BerUhrungsspannungen ergibt.

Diese Aufgabe wird gelést durch die Gegenstande der unabhangigen Anspruche,
wobei weitere Eigenschaften, Merkmale, Ausfuhrungsformen und Vorteile aus den
abhangigen Ansprichen Komma der Beschreibung und der Figur ersichtlich sind.
Es wird eine Sicherungsschaltung vorgeschlagen, bei der Niedervoltpotentiale, die
sich aus einem Hochvoltbereich heraus erstrecken, besonders geschitzt sind. Da
auch in einem Hochvoltbereich mit Hochpotentialen Niedervoltsignale eine Rolle
spielen, etwa zur Steuerung oder fir Sensoren oder allgemein zu Kommunikation,
wurde erkannt, dass derartige Niedervoltpotentiale im Fehlerfall innerhalb des
Hochvoltbereichs ein Hochvoltpotential erhalten. Da gerade die
Niedervoltpotentiale beziehungsweise Niedervoltleitungen nicht besonders
geschitzt sind, stellt dies eine relevante Gefahr dar.

Es wird vorgeschlagen, mindestens ein Niedervoltpotential Uber mindestens eine
Diodenhalbbriicke mit einem Uberspannungselement zu verbinden, das zu einem
Schutzleiteranschluss bzw. Schutzleiterpotential fuhrt. Das erlaubt die Realisierung
eines entsprechenden Schutzes mit einer geringen Anzahl von
Uberspannungselementen, etwa nur einem. Insbesondere kann fur ein ersten
Niedervoltpotential Uber eine erste Diodenhalbbricke mit dem gleichen
Uberspannungselement verbunden sein, mit dem auch ein zweites
Niedervoltpotential Uber eine zweite Diodenhalbbricke verbunden ist. Das
mindestens eine Niedervoltpotential kann insbesondere ein CAN-Bus-Signal oder
ein anderes Kommunikationssignal sein, oder auch ein Sensor-, Uberwachungs-
oder Ansteuersignal. Bei Ausfuhrungsformen mit zwei Diodenhalbbricke bilden
diese eine Graetz-Bricke deren beiden Gleichspannungsanschlusse an die beiden
Enden des gleichen Uberspannungselements angeschlossen ist. Bestehen
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Kapazitaten zwischen den beiden HV-Potentialen und dem Schutzleiteranschluss
bzw. Schutzleiterpotential, dann kann Uber die Graetz-Brucke bei der Entladung der
ersten und der zweiten Kapazitat der betreffende Strom Uber das
Uberspannungselement abgeleitet werden an den Schutzleiteranschluss bzw. an
das Schutzleiterpotential.

Das Uberspannungselement ist ein Element, dessen Leitwert ab einer
Schwellenspannung stark ansteigt. Das Uberspannungselement kann als Varistor,
Gasableiter, Funkenstrecke, Schutzdiode, TVS-Diode, Thyristorschaltung, DIAC,
Zenerdiode oder Vierschichtdiode realisiert sein.

Eine Sicherungsschaltung ist fir ein oder mehrere Niedervoltpotentiale
vorgesehen, die aus einem Hochvoltbereich herausfuhren. Die
Sicherungsschaltung hat mindestens einen Niedervoltpotential-Anschluss. Die
Sicherungsschaltung hat ferner eine oder mehrere Diodenhalbbrtcken. Der innerer
Verbindungspunkt der mindestens einen Diodenhalbbricke ist mit dem mindestens
einen Niedervoltpotential-Anschluss verbunden. Die Sicherungsschaltung weist ein
Uberspannungselement auf. Dieses ist parallel an die Diodenbriicke
angeschlossen. Es ergibt sich eine Parallelschaltung des Uberspannungselements
und der mindestens einen Diodenbricke. Bei mehreren Diodenbriicken sind diese
parallel miteinander verbunden; das Uberspannungselement ist hierzu parallel
angeschlossen. Es ergibt sich eine Parallelschaltung des Uberspannungselements
und der mehreren Diodenbriicken. Das Uberspannungselement verbindet das erste
und das zweite aullere Ende der mindestens einen Diodenhalbbricke miteinander.
Das erste duliere Ende der Diodenhalbbriicke (insbesondere das negative Ende
der Halbbrlcke oder auch das positive Ende) ist Uber einen Widerstand mit dem
Bezugspotential verbunden. Die Dioden der mindestens Diodenhalbbricke sind in
der gleichen Durchlassrichtung miteinander verbunden. Die Durchlassrichtung der
Dioden weist insbesondere von dem ersten Ende weg. Die Durchlassrichtung der
Dioden weist insbesondere zu dem zweiten Ende hin.

Die Sicherungsschaltung kann mehrere Diodenhalbbriicken aufweisen. Diese sind
Uber ihre ersten und zweiten &uleren Enden parallel miteinander verbunden. Das

Uberspannungselement ist parallel an die Parallelschaltung der Diodenhalbbriicken
angeschlossen.

Insbesondere bei einer Sicherungsschaltung, die mehrere Diodenhalbbriicken
aufweist, kann vorgesehen sein, dass der Widerstand die miteinander verbundenen
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ersten Enden der Diodenhalbbricken gemeinsam mit dem Bezugspotential (GND)
verbindet.

Insbesondere bei einer Sicherungsschaltung, die mehrere Diodenhalbbricken
aufweist, kann vorgesehen sein, dass die Sicherungsschaltung mit einem ersten
Niedervoltpotential-Anschluss und einem zweiten Niedervoltpotential-Anschluss
(und gegebenenfalls mit mindestens einem weiteren Niedervoltpotential-Anschluss)
ausgestattet ist. Die Anzahl der Diodenhalbbricken entspricht insbesondere der
Anzahl der Niedervoltpotential-AnschlUsse, so dass jede Diodenhalbbricke
individuell mit einem der Niedervoltpotential-Anschlisse verbunden ist. Die
Sicherungsschaltung kann mit einer ersten Diodenhalbbricke und einer zweiten
Diodenhalbbricke ausgestattet sein, wobei die dul3eren Enden der
Diodenhalbbriicken miteinander verbunden sind. Der innere Verbindungspunkt der
ersten Diodenhalbbrtcke ist vorzugsweise mit dem ersten
Niedervoltpotential-Anschluss verbunden. Der innere Verbindungspunkt der
zweiten Diodenhalbbricke ist vorzugsweise mit dem zweiten
Niedervoltpotential-Anschluss verbunden.

Es werden Ausfuhrungsformen einer Sicherungsschaltung fur (ein oder) mehrere
Niedervoltpotentiale vorgeschlagen, die aus einem Hochvoltbereich herausleiten.
Der Hochvoltbereich ist insbesondere ein geschlossener bzw. allseitig begrenzter
Hochvoltbereich bzw. ein geschlossener Raum, aus dem die Niedervoltpotentiale
herausfuhren, etwa als ein Niedervoltkabel, etwa ein Kommunikationsbus. Es sind
ein oder mindestens zwei Niedervoltpotential-Anschliisse vorgesehen. Es sind ein
oder mehrere Diodenhalbbricken vorgesehen. Die innerer Verbindungspunkte
dieser Brucke(n) ist (sind) mit einem Niedervoltpotential-Anschluss oder mit
unterschiedlichen Niedervoltpotential-Anschlissen des mindestens einen
Niedervoltpotential-Anschlissen verbunden. Jede Diodenhalbbriicke hat eine
Reihenschaltung aus zwei Dioden. Der Punkt, an dem die Dioden miteinander in der
Reihenschaltung verbunden sind, wird als innerer Verbindungspunkt dieser
Diodenhalbbricke bezeichnet. Die aulieren Enden der Diodenhalbbrucke sind die
beiden Enden der beiden Dioden der Reihenschaltung, die nicht miteinander
verbunden sind. Die Sicherungsschaltung weist ein Uberspannungselement auf.
Das Uberspannungselement verbindet mehrere duRere Enden der
Diodenhalbbricken, insbesondere ein dulleres Ende einer ersten
Diodenhalbbrucke sowie ein dul3eres Ende einer zweiten Diodenhalbbrucke mit
einem Schutzleiteranschluss der Sicherungsschaltung. Mit anderen Worten sind
das eine aulRere Ende der ersten Diodenhalbbricke und das eine auliere Ende der
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zweiten Diodenhalbbriicke miteinander verbunden und gemeinsam mit einem Ende
des Uberspannungselement verbunden, das direkt oder indirekt ((iber einen
Widerstand) zu dem Schutzleiteranschluss der Sicherungsschaltung fuhrt. Das
andere aulere Ende der ersten Diodenhalbbricke und das andere &ullere Ende
der zweiten Diodenhalbbrucke sind miteinander verbunden. Diese anderen
auleren Enden sind an das andere Ende des Uberspannungselements
angeschlossen. Diese anderen Enden sind direkt oder indirekt (Uber den
Widerstand) mit dem Schutzleiteranschluss der Sicherungsschaltung verbunden.
Die unterschiedlichen dulReren Enden der Diodenhalbbricke sind mit
unterschiedlichen Enden des Uberspannungselements verbunden.

Die aul3eren Enden der Diodenhalbbricken sind gemeinsam Uber einen
Widerstand mit dem Schutzleiteranschluss verbunden. Der Widerstand ist ein
Strombegrenzungswiderstand.

Die Sicherungsschaltung kann tber einen ersten Niedervoltpotential-Anschluss und
einen zweiten Niedervoltpotential-Anschluss verfugen. Diese bilden insbesondere
die mehreren Niedervoltpotential-Anschlusse oder sind ein Tell hiervon. Die
Schaltung hat eine erste Diodenhalbbricke und eine zweite Diodenhalbbriicke. Die
aulReren Enden der Diodenhalbbriucken sind miteinander verbunden. Der innere
Verbindungspunkt der ersten Diodenhalbbricke ist mit dem ersten
Niedervoltpotential-Anschluss verbunden. Der innere Verbindungspunkt der
zweiten Diodenhalbbricke ist mit dem zweiten Niedervoltpotential-Anschluss
verbunden.

Das Uberspannungselement verbindet die auReren Enden der Diodenhalbbriicken
miteinander, insbesondere direkt oder Uber einen ggf. weiteren
Strombegrenzungswiderstand.

Ein &uReres Ende der Diodenhalbbrtcken ist Uber ein Widerstand der Schaltung mit
einem Bezugspotential (alternativer Begriff: Schutzleiteranschluss) verbunden. Die
hier erwahnten Widerstande oder Strombegrenzungswiderstande sind jeweils als
ein einzelnes Widerstandsbauelement oder als eine Reihenschaltung von
mehreren Widerstandsbauelementen ausgebildet.

Die dulReren Enden der mehreren Diodenhalbbricken kénnen tber mindestens ein
weiteres Uberspannungselement an mindestens einen
Niedervolt-Versorgungspotentialanschluss angeschlossen sein. Der mindestens
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eine Niedervolt-Versorgungspotentialanschluss kann eine Niedervolt-Plusleitung
(geschaltet oder ungeschaltet) eines Niedervolt-Bordnetzes umfassen. Die
mindestens eine Niedervolt-Versorgungspotentialanschluss kann eine
Niedervolt-Minusleitung (geschaltet oder ungeschaltet) eines
Niedervolt-Bordnetzes umfassen. Das Niedervolt-Bordnetzes kannein 12V, 13V,
14 V oder 24 oder 42 oder 48 V — Netz sein. Der Hochvoltbereich umgreift
mindestens eine Schaltung mit einer Nennspannung von mehr als 60 V, mindestens
200 V, mindestens 400 V oder mindestens 800 V.

Die Sicherungsschaltung ist mit mindestens zwei Diodenhalbbriicken ausgestattet.
Diese sind vorzugsweise als Graetz-Schaltung (andere Bezeichnung:
Bruckengleichrichter, etwa B2 oder B2U) miteinander verbunden. Die beiden
Wechselspannungsanschliusse der Graetz-Schaltung sind insbesondere mit zwei
der Niedervoltpotentialen verbunden. Vorzugsweise sind die beiden
Gleichspannungsanschlusse der Graetz-Schaltung Uber das
Uberspannungselement miteinander verbunden. Die Graetz-Schaltung hat zwei
Gleichspannungsanschlusse und zwei Wechselspannungsanschlusse.

Der negative Anschluss der Gleichspannungsanschllsse der Graetz-Schaltung ist
vorzugsweise direkt oder Uber einen Widerstand mit dem Schutzleiteranschluss
verbunden. Der positive Anschluss der Gleichspannungsanschlusse der
Graetz-Schaltung ist vorzugsweise mit dem Uberspannungselement verbunden.
Der positive Anschluss der Gleichspannungsanschlisse der Graetz-Schaltung ist
vorzugsweise mit demjenigen Ende des Uberspannungselement verbunden, das
dem Ende des Uberspannungselement entgegengesetzt ist, welches direkt oder
Uber einen Widerstand mit dem Schutzleiteranschluss verbunden ist.

Auf diese Weise die Sicherungsschaltung eingerichtet ist, bei Einbringung jedes
des beiden Hochvoltpotentiale in mindestens eines der Niedervoltpotentiale tber
das Uberspannungselement einen Strom zum Schutzleiteranschluss abzufuhren.
Sowohl eine fehlerhafte Einspeisung eines ersten Hochvoltpotentials in ein erstes
der Niedervoltpotentiale als auch in ein zweites der Niedervoltpotentiale sowie auch
eine fehlerhafte Einspeisung eines zweiten Hochvoltpotentials in ein erstes der
Niedervoltpotentiale und eine fehlerhafte Einspeisung eines zweiten
Hochvoltpotentials in ein zweites der Niedervoltpotentiale fuhrt zur Ableitung eines
Stroms Uber das Uberspannungselement.
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Ein Fahrzeugbordnetz kann mit einem Hochvoltbereich und einer
Sicherungsschaltung ausgerustet sein, wie sie hierin beschrieben ist. Die
Niedervoltpotentiale der Sicherungsschaltung sind aus dem Hochvoltbereich (HV)
herausgefuhrt. Das Fahrzeugbordnetz hat Schutzleiterpotential. Dieses ist

mit dem Schutzleiteranschluss verbunden. Zwei Hochvoltpotentiale des
Fahrzeugbordnetzes, sind galvanisch getrennt von den Niedervoltpotentialen, etwa
mittels Optokopplern oder Trenntransformatoren oder ahnliches. Die
Sicherungsschaltung ist eingerichtet ist, bei Einbringung jedes des beiden
Hochvoltpotentiale in mindestens eines der Niedervoltpotentiale Gber das
Uberspannungselement einen Strom zum Schutzleiteranschluss abzufuhren. Dies
entspricht insbesondere den vorangehend genannten Vorteilen und bildet ferner ein
funktionales Merkmal, das insbesondere von der Diodenhalbbricken und deren
Verbindung mit dem Uberspannungselement realisiert wird.

Die Niedervoltpotentiale sind vorzugsweise Niedervolt-Signalpotentiale, etwa einer
zweiadrigen DatenUbertragungsverbindung (mit symmetrischer oder
asymmetrischer Signalfihrung). Die Niedervolt-Signalpotentiale sind eingerichtet,
Information zu Ubertragen, insbesondere Ansteuersignale, Uberwachungssignale,
Sensorsignale und ahnliches. Ferner kénnen die Niedervoltpotentiale
Niedervolt-Versorgungspotentiale sein (etwa +12 V bzw. + 5V und Masse).

Die Figur 1 dient zur Erlauterung von hierin beschriebenen Ausfuhrungsformen.

Die Figur 1 zeigt einen Hochvoltbereich HV mit einem positiven und einem
negativen Hochvoltpotential HV+, HV-. Zwischen diesen sind Kondensatoren C1,
C2 vorgesehen, die insbesondere Cy-Kapazitaten darstellen. Die Kondensatoren
C1, C2 sind uber einen Verbindungspunkt VP miteinander verbunden, der
wiederum mit dem Schutzleiterpotential GND verbunden ist. Das
Schutzleiterpotential GND kann einem Fahrzeugmasse- oder Chassispotential
entsprechen.

In dem Hochvoltbereich HV ist eine Niedervoltkomponente NV oder ein
Niedervoltabschnitt vorgesehen, etwa eine Steuer-, Uberwachungs- oder
Sensorkomponente. Von diesem gehen zwei Leiter aus, etwa Niedervoltleiter eines
(zweiadrigen) Kabels, die Niedervoltpotentiale NV1, NV2 tragen. Die
Niedervoltleiter und somit deren Potentiale werden aus dem geschlossenen
Hochvoltbereich HV herausgefuhrt, insbesondere zur Kommunikation zwischen
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dem Komponente NV und einer Komponente, die aul3erhalb des Hochvoltbereichs
HV ist.

Bei einem Fehler in dem Hochvoltbereich HV, insbesondere einem Isolationsfehler,
kann zumindest eine der Niedervoltleiter ein Hochvoltpotential tragen oder
zumindest ein Potential, dessen Spannung ggu. GND gréfer ist als die betreffende
Spannung im Ublichen Betrieb der Niedervoltleiter bzw. —potentiale.

Die Niedervoltpotentiale NV1, NV2 sind aus dem Hochvoltbereich HV
herausgefthrt, etwa durch ein Gehause, das den Hochvoltbereich HV vollstandig
umschlieRt (ggf. mit einer verschlieRbaren Offnung zur Wartung im Hochvoltbereich
HV). Komponente NV kann insbesondere eine Ubermittlungskomponente sein, die
gemaf dem CAN-Kommunikationsprotokoll ausgebildet ist.

Dargestellt sind zwei Dioden-Halbbricken B1 und B2. Diese umfassen jeweils eine
Reihenschaltung aus zwei Dioden (die in der gleichen Durchflussrichtung
hintereinandergeschaltet sind). Die erste Dioden-Halbbricken B1 hat einen
Verbindungspunkt zwischen den beiden Dioden, der mit einem ersten
Niedervoltanschluss 1 verbunden ist. Die zweite Dioden-Halbbrtcken B1 hat einen
Verbindungspunkt zwischen den beiden Dioden, der mit einem zweiten
Niedervoltanschluss 2 verbunden ist. Der erste Niedervoltanschluss 1 ist mit dem
Niedervoltpotential NV1 bzw. dessen Leiter verbunden. Der zweite
Niedervoltanschluss 2 ist mit dem Niedervoltpotential NV2 bzw. dessen Leiter
verbunden. Die jeweilige aul3eren Enden der Dioden-Halbbricken B1, B2 sind
zusammengeschaltet, so dass die Dioden-Halbbricken B1, B2 eine Graetz-Briicke
bilden. Die Anschlisse 1 und 2 sind mit der Wechselstromseite der Graetz-Brucke
verbunden. Die oberen, dulReren Enden der Dioden-Halbbricken B1, B2
entsprechen einem positiven Anschluss der Gleichspannungsseite der
Graetz-Brlcke. Die unteren, duleren Enden der Dioden-Halbbricken B1, B2
entsprechen einem negativen Anschluss der Gleichspannungsseite der
Graetz-Brucke.

Ausfuhrungsformen mit nur einer Dioden-Halbbrtcke B1 kénnen anhand der Fig. 1
erlautert werden, indem die Brucke B2 gestrichen wird. Es besteht der erste
Niedervoltanschluss 1, der mit dem inneren Verbindungspunkt der Bricke B1
verbunden ist. Zu der entsprechenden Darstellung ist der zweite
Niedervoltanschluss 2 aus der Fig. 1 zu streichen.
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In der Fig. 1, die mehrere Dioden-Halbbricken B1, B2 zeigt, sind die oberen,
aulReren Enden der Dioden-Halbbrucken B1, B2 mit einem ersten Ende eines
Spannungsbegrenzungselements (Uberspannungselements) V1 verbunden. Die
unteren, aulReren Enden der Dioden-Halbbricken B1, B2 sind mit einem zweiten
Ende des Uberspannungselements V1 verbunden. Ferner sind die unteren,
aulReren Enden der Dioden-Halbbrucken B1, B2 Uber einen Widerstand R mit dem
Potential GND (Niedervolt-Masse bzw. Chassis) verbunden. Uber diesen
Widerstand R werden fehlerhaft in die Potentiale NV1, 2 eingeleitete HV-Potentiale
HV+, HV- an das Potential GND abgeleitet, unabhangig von der Polaritat des
eingeleiteten HV-Potentials. Es wird daher nur ein Uberspannungselement V1
gebraucht.

Eine weitere, optionale Ableitung AB fuhrt das Potential der unteren, duf3eren
Enden der Dioden-Halbbricken B1, B2 (Minusanschluss der Graetz-Brucke) uber
weitere, optionale Uberspannungselemente V2 — V4 an jeweilige weitere
Niedervoltpotentiale CL30, SD oder X ab. CL30 ist etwa ein Pluspotential eines
Niedervoltbordnetzabschnitts. Zu diesem gehért insbesondere auch die
Niedervoltkomponente NV und auch die Leitungen / Potentiale NV1, NV2. Die
Schwellenspannung des Uberspannungselements V1 (oder auch V2 — V4) liegt
Uber einer Maximalspannung, die im Betrieb zwischen den Potentialen NV1, 2
auftreten kann und ist bestimmt durch das Ubertragungsprotokoll (physikalische
Schicht) der Komponente NV. Die Schwellenspannung des
Uberspannungselements V1 (oder auch V2 — V4) liegt insbesondere unter der
Nennspannung zwischen HV+ und HV- und vorzugsweise unter eine
Gefahrlichkeitsschwelle, insbesondere 60 V. Die Schwellenspannung des
Uberspannungselements V1 (oder auch V2 — V4) kann zwischen 10 V und 50 V
betragen, insbesondere zwischen 35V und 45 V.

Es kann eine Einrichtung vorgesehen sein, die einen Stromfluss durch den
Widerstand R oder durch das Element V1 detektieren kann. Es kann eine
Auswertungsvorrichtung vorgesehen sein, die den Stromfluss mit einem Grenzwert
vergleicht (etwa 1 mA oder 10 pA) und bei Uberschreiten des Grenzwerts ein
Fehlersignal abgibt und/oder ein Abtrennen des Netzes HV veranlasst, etwa durch
Ansteuerung eines Trennschalters im Bereich HV oder in einer Leitung, die
mindestens eines der Potentiale HV+, HV- fuhrt und ggf. den Bereich HV mit
anderen Komponenten oder Anschllsse des dargestellten Fahrzeugbordnetzes bei
Ansteuerung abtrennt (vorzugsweise allpolig).
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In der dargestellten Schaltung wurde eine Entladung des Kondensators C1 Uber
das Potential NV1 Uber die obere, linke Diode fUhren, entlang des
Uberspannungselements von oben nach unten zum Widerstand R gefilhrt werden,
um so zum Potential GND abgeleitet zu werden.

Eine Entladung des Kondensators C2 Uber Potential / Leitung NV2 wirde zu einem
(negativen) Strom fuhren, der Uber HV- zu Potential NV2 fUhrt, um dann Uber die
untere rechte Diode zum Widerstand R abgefiihrt zu werden, der den Strom in das
Potential GND einspeist. Auf diese Weise wurde die Entladung strombegrenzt
werden durch Widerstand R, wenn auch ggf. keine Aktivierung des
Uberspannungselements V1 erfolgt. Die Entladung von C1 Uber wirde Uber das
Uberspannungselements V1 fuhren (sowie Gber den strombegrenzenden
Widerstand R) und dieses somit aktivieren. Dadurch kann auch eine fehlerhafte
Entladung der Kondensatoren C1, C2 strombegrenzt werden und insbesondere
nach Potential GND abgefuhrt werden.

An die rechts dargestellten Enden (entgegengesetzt zu NV) der Leitungen NV1,
NV2 bzw. deren Potentiale kann ein Kommunikationsanschluss vorgesehen sein,
etwa ein zweiadriger Kommunikationsanschluss.
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Patentanspruiche

1. Sicherungsschaltung (Sl) fur ein oder mehrere Niedervoltpotentiale (NV1,
NV2), die aus einem Hochvoltbereich (HV) herausleiten, mit mindestens einem
Niedervoltpotential-Anschluss (1, 2) und einer oder mehreren Diodenhalbbrucken
(B1, B2), deren innerer Verbindungspunkt mit dem mindestens einen
Niedervoltpotential-Anschluss (1, 2) verbunden ist, wobei die Sicherungsschaltung
(SI) ein Uberspannungselement (V1) aufweist, welches das erste und das zweite
aulere Ende (E1, E2) der mindestens einen Diodenhalbbriicke (B1, B2)
miteinander verbindet und wobei das erste &ul3ere Ende (E1) der Diodenhalbbricke
(B1, B2) Uber einen Widerstand (R) mit dem Bezugspotential (GND) verbunden
sind.

2. Sicherungsschaltung (SI) nach Anspruch 1, die mehrere Diodenhalbbricken
(B1, B2) aufweist, die Uber ihre ersten und zweiten dulRere Enden (E1, E2) parallel
miteinander verbunden sind, wobei das Uberspannungselement (V1) parallel an die
Parallelschaltung der Diodenhalbbrucken (B1, B2) angeschlossen ist.

3. Sicherungsschaltung (S1) nach Anspruch 1 oder 2, die mehrere
Diodenhalbbriucken (B1, B2) aufweist, wobei der Widerstand (R) die miteinander
verbundenen ersten Enden (E1) der Diodenhalbbriucken (B1, B2) gemeinsam mit
dem Bezugspotential (GND) verbindet.

4. Sicherungsschaltung (S1) nach Anspruch 1, 2 oder 3, die mehrere
Diodenhalbbrucken (B1, B2) aufweist, wobei die Sicherungsschaltung (S1) mit
einem ersten Niedervoltpotential-Anschluss (1) und einem zweiten
Niedervoltpotential-Anschluss (2) ausgestattet ist und mit einer ersten
Diodenhalbbrucke (B1) und einer zweiten Diodenhalbbricke (B2), wobei die
auleren Enden der Diodenhalbbriucken (B1, B2) miteinander verbunden sind, der
innere Verbindungspunkt der ersten Diodenhalbbriicke (B1) mit dem ersten
Niedervoltpotential-Anschluss (1) verbunden ist und der innere Verbindungspunkt
der zweiten Diodenhalbbricke (B2) mit dem zweiten Niedervoltpotential-Anschluss
(2) verbunden ist.

5. Sicherungsschaltung (SI) nach einem der vorangehenden Anspriche, wobei
das Bezugspotential (GND) galvanisch mit den Niedervoltpotentialen (NV1, NV2)
verbunden ist oder ein Massepotential oder ein Spannungsversorgungspotential
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oder ein Chassispotential eines Niedervolt-Bordnetzzweigs ist, der galvanisch mit
den Niedervoltpotentialen (NV1, NV2) verbunden ist.

6. Sicherungsschaltung (SI) nach einem der vorangehenden Anspriche, wobei
das erste Ende (E1) der mindestens einen Diodenhalbbriicke (B1, B2) tber
mindestens ein weiteres Uberspannungselement (V2 — V4) an mindestens einen
Niedervolt-Versorgungpotentialanschluss (CL30, SD, X) angeschlossen sind.

7. Sicherungsschaltung (S1) nach einem der vorangehenden Anspriche, mit
mindestens zwei Diodenhalbbriicken (B1, B2), die als Graetz-Schaltung
miteinander verbunden sind, wobei die beiden Wechselspannungsanschlisse der
Graetz-Schaltung mit zwei der Niedervoltpotentialen (NV1, NV2) verbunden ist und
die beiden Gleichspannungsanschlisse der Graetz-Schaltung Uber das
Uberspannungselement (V1) miteinander verbunden ist.

8. Sicherungsschaltung (S1) nach Anspruch 7, wobei der negative Anschluss
der Gleichspannungsanschllsse der Graetz-Schaltung tber den Widerstand (R)
mit dem Bezugspotential (GND) verbunden ist.

9. Fahrzeugbordnetz mit einem Hochvoltbereich (HV) und einer
Sicherungsschaltung (S1) nach einem der vorangehenden Anspruche, wobei das
mindestens eine Niedervoltpotential (NV1, NV2) der Sicherungsschaltung (Sl) aus
dem Hochvoltbereich (HV) herausfuhrt, wobei das Fahrzeugbordnetz ferner ein mit
dem Schutzleiteranschluss (GND) verbundenes Schutzleiterpotential (GND)
aufweist und ferner zwei Hochvoltpotentiale (HV+, HV-) aufweist, die galvanisch
getrennt sind von dem Niedervoltpotential (NV1, NV2), wobei die
Sicherungsschaltung (Sl) eingerichtet ist, bei Einbringung jedes des beiden
Hochvoltpotentiale in das mindestens eine Niedervoltpotentiale (NV1, NV2) Uber
das Uberspannungselement (V1) einen Strom zum Schutzleiteranschluss (GND)
abzufuhren.

10.  Fahrzeugbordnetz nach Anspruch 9, wobei die Niedervoltpotentiale (NV1,
NV2) Niedervolt-Signalpotentiale sind.
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